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結晶のシリコン薄膜、ゲルマニウム薄膜を効率よく作製することができれば、薄膜トランジ

スタや薄膜太陽電池の高性能化が期待できることから、固相結晶化、レーザーアニール、

MIC(Metal Induced Crystallization)法によるプロセスが開発されている。われわれは、最近、MIC

法の効率をさらに向上させることを目的として、金属触媒層を成膜した加熱基板上にシリコン

を堆積し、直接結晶相を生成させる試みを行っている(SC 法：Surfactant Crystallization)。この方

法を用いたゲルマニウムの成膜においては、金を触媒として用いることで、結晶化温度を 200℃

まで下げることに成功している[1]。本実験では、SC法による成膜機構を探ることを目的として、

シリコンの堆積速度による結晶化の違いを調べることを目的とした。10mm 四方に切ったガラ

ス基板上に、RF マグネトロンスパッタ装置（昭和真空製 SPH-303）を用い、Ar 雰囲気中でア

ルミニウムを成膜し、基板を加熱した上でシリコンの成膜を行った。図 1に、SC法により作製

した試料の XRD プロファイルを示す。すべての試料において、基板温度は 435℃であり、加熱

時間は 185secである。レートの一番小さい、(c)においては 185secで 20nmの成膜をした後に基

板温度を冷却した。(a)、(b)ではそれぞれ 60sec、80secの成膜の後、加熱時間を揃えるため、そ

れぞれ 125sec、105sec の追加加熱を行った。すべての試料において結晶化が認められるが、レ

ートが小さいほど結晶化が進んでいることがわかる。(c)は純粋な SC 法による試料であるが、(a)、

(b)は SC 法とMIC 法を混合したものと言えるため、Al/Si系においても SC法が有効であること

が確認できた。図 2 に試料(c)の顕微鏡写真を示す。(c)では試料全面にわたってこのような数十

ミクロンの大きさをもつ結晶粒を確認することができた。 
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図 1 各試料の X線回折プロファイル 
(a) 成膜速度 0.108nm/sで Si20nmを成膜

後 125s追加加熱 
(b) 成膜速度 0.250nm/sで Si20nmを成膜

後 80s追加加熱 
(c) 成膜速度 0.333nm/sで Si20nmを成膜 

(a) 

(b) 

(c) 

図 2 試料(c)の顕微鏡写真 
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